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Gallium sulfid (𝐺𝑎𝑆) birləşməsi laylı quruluşlu 𝐴III𝐵VI  tipli yarimkeçirici 

birləçmələr sinfinə aiddir. 𝐺𝑎𝑆 birləşməsi heksaqonal sinqoniyalı qəfəs tipinə 
malik olub, qəfəs sabitləri uyğun olaraq 𝑎 = 0.358 𝑛𝑚 və 𝑐 = 1.5492 𝑛𝑚 
bərabərdir [1,2]. 𝐺𝑎𝑆-in çox vacib geniş düzünə keçidli (3.05 ⅇ𝑉) və çəpinə 
keçidli qadağan olunmuş zolağa malikdir (𝐸𝑔 = 2.55 ⅇ𝑉) [3]. 𝐺𝑎𝑆 -in kristalı 

əlverişli optik və zona quruluşu üçün, təqribən-mavi-işıq emissiya edən cihaz-
lar yaratmaq üçün ümidverici birləşmədir [4]. 𝐺𝑎𝑆 yaşıl-mavi işıq emissiya 
spektri, fotolüminissensiya və elektrolüminissensiya hadisələrində müşahidə 
edilmiş və optoelektronik cihazların tərkib hissəsi kimi mühüm rol oynayır. 
Fotolüminissensiyanın spektral xarakteristikası yüksək ayırdetmə qabiliyyə-
tinə malik olan 𝑀 − 833 tipli monoxromatordan və yüksək həssaslıqlı foto-
detektordan istifadə olunan qurğuda tədqiq edilmişdir. Kristalı optik həyəcan-
laşdırıcı qismində 𝑁ⅆ: 𝑌𝐴𝑄 impuls lazerinin ikinci harmonikasının şüalanma-
sından istifadə olunmuşdur. Lüminessensiya spektrində iki şüalanma zolağı 
müşahidə edilmişdir. Birinci zolağa uyğun olan pikin maksimumu 2,56 ev 
enerjidə yerləşir. Bu enerji GaS kristalının çəpinə qadağan olunmuş zonasının 
eninə uyğun gəlir. Lüminessensiya intensivliyinin zəif olması da şüalanmanın 
çəp keçidli olduğunu göstərir. İkinci şüalanma zolağına uyğun pikin maksi-
mumu 2,47 ⅇ𝑉 enerjidə müşahidə olunmuşdur. Məlumdur ki, 𝐺𝑎𝑆 kristalında 
kükürd vakansiyaları dərin akseptor səviyyəsi yaradırlar. Ona görə də belə 
hesab edirik ki, ikinci şüalanma zolağı qeyri-tarazlıqlı elektronların keçirici 
zonadan akseptor səviyyələrinə şüalanmalı rekombinasiyaları hesabına 
formalaşır. 𝐺𝑎2𝑆3 kristalının şüalanma spektri maksimumu 1,984 ⅇ𝑉 enerjidə 
yerləşən geniş pikdən ibarətdir. Məlumdur ki, bu kristal defektli quruluşa 
malikdir. Şüalanma zolağının enli olması defektlərin yaratdığı səviyyələrlə 
bağlı olduğu güman edilir. 
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Təmiz 𝐺𝑎𝑆 kristalının fotolüminessensiyası [1] işində tədqiq olunmuş və 
aktivləşmə enerjiləri 13,17 və 151 𝑚ⅇ𝑉 olan üç akseptor səviyyələri müəyyən 
edilmişdir. Kristalın termolüminessensiyanı (TL) tədqiq etmək üçün səthinin 
ölçüləri 9 × 8𝑚𝑚2, qalınlığı 1𝑚𝑚 𝑜𝑙𝑎𝑛 𝐺𝑎𝑆 − 𝑁ⅆ kristalının nümunəsi hazır-
lanmışdır. Nümunənin elektrik keçiriciliyi p-tip olmuşdur. Nümunə kreostata 
yerləşdirildikdən sonra 10𝐾 temperatura qədər soyudulmuşdur və tempera-
turu stabil saxlamaqla kristal 5 dəqiqə müddətində maksimal pik enerjisi 
2.6ⅇ𝑉 olan işıqla işıqlandırılmışdır. İşıq mənbəyinin maksimal pik enerjisi 
kristalın qadağan olunmuş enerjisindən çox olduğundan elektronlar aşqar 
səviyyələrdən və valent zonadan keçirici zonaya keçə bilirlər. İşıqlanmadan 
sonra nümunə 2 dəqiqə müddətində qaranlıqda inkulasiya olunur, sonra isə 
sabit sürətlə qızdırılırlar. Bu zaman həyacanlaşmış elektronlar şüalanmalı 
rekombinasiya edərək fotonlar şüalandırırlar. Şəkil 1-də nümunənin sabit 

qızdırılma 𝛽 = 0.8
𝑘

𝑠
sürətində TL parlaqlıq əyrisi təsvir olunmuşdur. 

Şək. 1. GaS:Nd kristalında TL parlaqlığının temperaturdan asılılığı 
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